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1. 研究背景 

ヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池は，真性

水素化アモルファスシリコン(i-a-Si:H)をパッ

シベーション膜として用いることにより，結晶

シリコンの表面再結合を抑制し，高い変換効率

を達成している．これまでに我々は，毒性・爆

発性ガスを必要するPECVD法の代替手法とし

て，RF 対向ターゲットスパッタ (FTS)法を提

案してきた [1]．本報告では，DC重畳 RF-FTS

法による i-a-Si:Hパッシベーション膜の特性に

ついて詳細に検討した結果を報告する． 

2. 実験方法 

厚さ 280 μm の n 型結晶シリコン(c-Si)基板

(FZ, 1–5 Ω·cm, <1 0 0>配向)の自然酸化膜を 1% 

HF を用いて除去した後、FTS 法により 20 nm

の i-a-Si:H 薄膜を c-Si基板の両面に堆積した．

スパッタリングガスの H2/Ar比は 0.04，製膜圧

力は 0.21 Pa とした．RF 電力は 300 W で固定

し，重畳 DC電力は 0，25 Wで変化させた．実

効キャリアライフタイムは QSSPC法，光学特

性は分光エリプソメトリー(SE)，膜中水素量は

フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)を用い評

価した．また，膜中不純物の測定には二次イオ

ン質量分析(SIMS)を用いた．SIMS 測定には

Fig.1 中の構造図に示す試料を用いた．なお，

試料にはフォーミングガス中でのアニール処

理を行った．アニール温度は 250 ℃，アニール

時間は 1分である． 

 

 

3. 実験結果 

 Figure 1 に i-a-Si:H 膜中の水素，炭素，酸素

濃度を示す．少量のDC電力の重畳で膜中の炭

素および酸素濃度が減少していることが確認

できる．また，DC有，無の条件で製膜された

試料の実効ライフタイムはそれぞれ 1.3, 1.0 ms

である．したがって，DCの重畳により膜中不

純物が減少し，それがパッシベーション効果の

向上に寄与しているものと考えられる． 
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Fig.1 Effect of DC-superimposition on 

hydrogen, carbon, and oxygen concentration. 
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